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摘 要

摘 要 近年來快閃記憶體(flash memory)是非揮發性記憶體IC中逐漸取代其他同類產品的明日之星，非常值得去探討它的特

性，因此有非常多關於元件特性方面的研究。對於這些快閃記憶體的特性探討無非都是針對寫入(write)、抹除(erase)時臨限

電壓改變(threshold voltage shift)的速度、資料耐久性(data endurance)、資料保存時間(retention time)的長久、資料的寫入效率

及抹除速度等方面，希望能夠提高可靠度以及元件速度、集積度等等。 傳統非揮發性記憶體有資料儲存之功能，而資料之

儲存寫入方式大都採用F-N穿隧或通道熱電子寫入其浮動閘。因此，關於這方面的研究大都專注於N通道快閃記憶體，原

因是由於方便採用正閘極電壓寫入操作。相對的，在P通道快閃記憶體方面的特性以及其他方面的研究往往很少。若能適

切地預測出浮動閘上的電荷改變量，則我們便能知道其臨限電壓之變化，進而判別資料的儲存與否。所以在本論文，我們

特別針對P通道快閃記憶體在寫入及抹除的過程中，其臨限電壓相對於時間之改變量做深入的探討與研究，同時與N通道

快閃記憶體加以比較。在此我們也使用一個能精確預測寫入電荷量的模型，此模型稱為通道熱電洞產生熱電子電流模

型(Channel-Hot-Hole-Induced-Hot-Electron Current Model)；另外在抹除操作上，則是採用通用的福勒-諾德漢電子穿隧模

型(Fowler-Nordheim Electron Tunneling Model)。
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